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На одном из семинаров института физики микроструктур РАН под руководством профессора А.С. Мельникова с участием авторов данной работы обсуждалось современное развитие теории квантового туннелирования с диссипацией и возможность экспериментального подтверждения эффектов макроскопического диссипативного туннелирования для 1D и 2D систем с металлическими и полупроводниковыми наночастицами. В процессе плодотворной дискуссии была высказана конструктивная идея, что решающим экспериментом, подтверждающим наличие эффекта диссипативного туннелирования может быть температурный эксперимент. Этот эксперимент удалось недавно реализовать в лаборатории зондовой микроскопии ННГУ под руководством проф. Д.О. Филатова. В работе проводится качественное сравнение экспериментальной температурной зависимости амплитуды единичного пика на туннельной ВАХ [image: image2.png]Al (nA)



 для наночастиц кобальта с теоретической кривой температурной зависимости амплитуды единичного пика [image: image4.png]AT



 (см. рис.) на полевой зависимости вероятности 1D – диссипативного туннелирования для модельного двухъямного осцилляторного потенциала в условиях внешнего электрического поля при одной из полярностей, когда исходно асимметричный двухъямный потенциал становится симметричным. Показано теоретически и подтверждено экспериментально, что амплитуда упомянутого единичного пика слабо нелинейно растет с уменьшением температуры. Полученное качественное совпадение экспериментальных и теоретических результатов позволяет сделать вывод об экспериментальном наблюдении температурного эффекта макроскопического квантового туннелирования с [image: image1.png]Al (nA)



диссипацией. 
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